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A 3.556 4.826 0.140 0.190 E 9.652 10.668 0.380 0.420
Al 0.508 1.400 0.020 0.055 E3 6.858 — 0.270 —
A2 2.032 2.921 0.080 0.115 e 2.540 BSC 0.100 BSC
b 0.381 1.016 0.015 0.040 el 5.080 BSC 0.200 BSC
b2 1.143 1.778 0.045 0.070 H1 5.842 6.858 0.230 0.270
c 0.356 0.610 0.014 0.024 L 12.700 | 14.732 0.500 0.580
D 14.224 | 16.510 0.560 0.650 L1 — 4.060 — 0.160
D1 8.382 9.017 0.330 0.355 Q 2.540 3.048 0.100 0.120
D2 5.500 — 0.216 — ) 3.400 3.800 0.130 0.150
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